附件1
采购明细
	名称
	材料
	规格
	数量（片）

	标准硅片A16（货号SiN1124）
	单晶硅片 <100> N型双抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch
	φ150*0.625mm ±0.1mm
	100

	标准硅片A21
	单晶硅片 <100> P型单抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch
	φ200*0.725mm ±0.25mm
	100

	标准硅片A22
	单晶硅片 <100> N型单抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch
	φ200*0.725mm ±0.25mm
	500

	标准硅片A23
	单晶硅片 <100>P型单抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch 氧化层1500A
	φ200*0.4mm ±0.25mm
	50

	标准硅片A28
	单晶硅片 <100>N型单抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch 氧化层2000A±2%
	φ200*0.625mm ±0.25mm
	50

	标准玻璃片C3（货号Si97512）
	玻璃晶圆 双抛 (肖特BF33) 打标
	φ200*0.5mm
	500

	标准玻璃片C4
	康宁 Pyrex 双抛
	φ200*0.4mm
	100


技术要求
	项目
	要求

	晶向及偏离度/ Orientation
	<100>±0.5°

	型号 / Type
	N

	掺杂剂 /Doping
	As

	电阻率 Resistivity (ohm-cm)
	0.001-0.005Ω.cm

	[bookmark: _GoBack]直径及公差/ Diameter (mm)
	150±0.2

	厚度  Thickness (um)
	625±25um

	弯曲度 Bow (um)
	<30

	翘曲度 Warp (um)
	<30

	总厚度变化 TTV (um)
	<5

	局部平整度 STIR(um)
	<1

	正背面要求
	双面抛光

	颗粒度（≥0.30μm）
	<30

	正背面外观  Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch
	无


标准硅片A21
	项目
	要求

	晶向及偏离度/ Orientation
	<100>±0.5°

	型号 / Type
	P

	掺杂剂 /Doping
	B

	电阻率 Resistivity (ohm-cm)
	0.001-0.005Ω.cm

	直径及公差/ Diameter (mm)
	200±0.3

	长度 length (mm)
	标准notch

	厚度  Thickness (um)
	725±25um

	弯曲度 Bow (um)
	<30

	翘曲度 Warp (um)
	<30

	总厚度变化 TTV (um)
	<5

	局部平整度 STIR(um)
	<1

	正背面要求
	单面抛光

	颗粒度（≥0.30μm）
	<30

	正背面外观  Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch
	无


标准硅片A22
	项目
	要求

	晶向及偏离度/ Orientation
	<100>±0.5°

	型号 / Type
	N

	掺杂剂 /Doping
	As

	电阻率 Resistivity (ohm-cm)
	0.001-0.005Ω.cm

	直径及公差/ Diameter (mm)
	200±0.3

	长度 length (mm)
	标准notch

	厚度  Thickness (um)
	725±25um

	弯曲度 Bow (um)
	<30

	翘曲度 Warp (um)
	<30

	总厚度变化 TTV (um)
	<5

	局部平整度 STIR(um)
	<1

	正背面要求
	单面抛光

	颗粒度（≥0.30μm）
	<30

	正背面外观  Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch
	无


标准硅片A23
	项目
	要求

	晶向及偏离度/ Orientation
	<100>±0.5°

	型号 / Type
	P

	掺杂剂 /Doping
	B

	电阻率 Resistivity (ohm-cm)
	0.001-0.005Ω.cm

	直径及公差/ Diameter (mm)
	200±0.3

	长度 length (mm)
	标准notch

	厚度  Thickness (um)
	400±25um

	弯曲度 Bow (um)
	<30

	翘曲度 Warp (um)
	<30

	总厚度变化 TTV (um)
	<5

	局部平整度 STIR(um)
	<1

	正背面要求
	单面抛光

	颗粒度（≥0.30μm）
	<30

	正背面外观  Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch
	无


标准硅片A28
	[bookmark: OLE_LINK3]项目
	要求

	晶向及偏离度/ Orientation
	<100>±0.5°

	型号 / Type
	N

	掺杂剂 /Doping
	As

	电阻率 Resistivity (ohm-cm)
	0.001-0.005Ω.cm

	直径及公差/ Diameter (mm)
	200±0.3

	长度 length (mm)
	标准notch

	厚度  Thickness (um)
	625±25um

	弯曲度 Bow (um)
	<30

	翘曲度 Warp (um)
	<30

	总厚度变化 TTV (um)
	<5

	局部平整度 STIR(um)
	<1

	正背面要求
	单面抛光

	颗粒度（≥0.30μm）
	<30

	正背面外观  Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch
	无


标准玻璃片C3（货号Si97512）
	项目
	要求

	玻璃晶圆 双抛 (肖特BF33)
	φ200*0.5mm

	表面抛光
	双面抛光

	翘曲度
	<30μm

	弯曲度
	<30μm

	直径及公差
	200±0.2mm

	总厚度变化
	<10μm

	平整度
	<1μm

	抛光粗糙度Ra
	<5nm

	厚度及公差
	0.5±0.02mm


标准玻璃片C4
	项目
	要求

	康宁 Pyrex 双抛
	φ200*0.4mm

	表面抛光
	双面抛光

	翘曲度
	<40μm

	抛光粗糙度Ra
	<1nm

	直径及公差
	200±0.2mm

	总厚度变化
	<10μm

	平整度
	<1μm

	平边
	Notch

	厚度及公差
	0.4±0.02mm



